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(57)【要約】
【課題】  リーク電流が少なく且つ膜質に優れたゲート
絶縁膜を有する半導体装置及びその製造方法を提供す
る。
【解決手段】  基板２上にポリシリコン膜１５を形成す
る工程と、ポリシリコン膜１５をパターニングすること
により島状シリコン３を形成する工程と、島状シリコン
３を熱酸化することにより島状シリコン３の表面に第１
の熱酸化膜４を形成する工程と、第１の熱酸化膜４上に
アモルファスシリコン膜１９を形成する工程と、アモル
ファスシリコン膜１９を熱酸化することにより第１の熱
酸化膜４上に第２の熱酸化膜５を形成する工程と、第２
の熱酸化膜５上にゲート電極６を形成する工程とを備え
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上に形成された島状シリコンと、前
記島状シリコンの表面に形成された第１の熱酸化膜と、
前記第１の熱酸化膜上に形成された第２の熱酸化膜とを
備え、前記第１の熱酸化膜は前記島状シリコンが熱酸化
されることによって形成された膜であり、前記第２の熱
酸化膜は前記第１の熱酸化膜上に形成されたシリコン薄
膜が熱酸化されることによって形成された膜であること
を特徴とする半導体装置。
【請求項２】  前記島状シリコンの端部に形成された前
記第１及び第２の熱酸化膜の合計膜厚が、前記島状シリ
コンの上面に形成された前記第１及び第２の熱酸化膜の
合計膜厚の７０％以上であることを特徴とする請求項１
に記載の半導体装置。
【請求項３】  前記第１及び第２の熱酸化膜上に形成さ
れたゲート電極をさらに備え、これによって、前記第１
及び第２の熱酸化膜のうち前記ゲート電極に覆われた部
分はＭＯＳトランジスタのゲート絶縁膜として機能し、
前記島状シリコンのうち前記ゲート絶縁膜に覆われた部
分はＭＯＳトランジスタのチャネル領域として機能する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の半導体装
置。
【請求項４】  前記第１及び第２の熱酸化膜上に形成さ
れた上部電極をさらに備え、これによって、前記第１及
び第２の熱酸化膜のうち前記上部電極に覆われた部分は
キャパシタの容量絶縁膜として機能し、前記島状シリコ
ンのうち前記容量絶縁膜に覆われた部分はキャパシタの
下部電極として機能することを特徴とする請求項１また
は２に記載の半導体装置。
【請求項５】  ソース領域と、ドレイン領域と、前記ソ
ース領域及び前記ドレイン領域間に設けられたチャネル
領域と、ゲート電極と、少なくとも前記チャネル領域と
前記ゲート電極との間に設けられたゲート絶縁膜とを備
え、前記ゲート絶縁膜が少なくとも２層の熱酸化膜から
なり、これら２層の熱酸化膜の一方は、他方の熱酸化膜
上に堆積されたシリコン膜を熱酸化することによって形
成された膜であることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】  前記ソース領域、ドレイン領域及びチャ
ネル領域は、絶縁基板上に形成された島状シリコンによ
って構成されることを特徴とする請求項５に記載の半導
体装置。
【請求項７】  有機発光部と、前記有機発光部と電源配
線との間に接続された第１の薄膜トランジスタと、第１
の信号配線と前記第１の薄膜トランジスタのゲート電極
との間に接続され、ゲートが第２の信号配線に接続され
た第２の薄膜トランジスタとを備える有機ＥＬディスプ
レイパネルであって、前記第１の薄膜トランジスタの活
性領域を構成する第１の島状シリコン及び前記第２の薄
膜トランジスタの活性領域を構成する第２の島状シリコ
ンは、ゲート絶縁膜となる第１及び第２の熱酸化膜によ*
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*って覆われており、前記第１の熱酸化膜は前記各島状シ
リコンが熱酸化されることによって形成された膜であ
り、前記第２の熱酸化膜は前記第１の熱酸化膜上に形成
されたシリコン薄膜が熱酸化されることによって形成さ
れた膜であることを特徴とする有機ＥＬディスプレイパ
ネル。
【請求項８】  前記第１の島状シリコンの周囲長と前記
第２の島状シリコンの周囲長とは互いに異なることを特
徴とする請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイパネ
ル。
【請求項９】  前記第１の薄膜トランジスタの導電型と
前記第２の薄膜トランジスタの導電型とは互いに異なる
ことを特徴とする請求項７または８に記載の有機ＥＬデ
ィスプレイパネル。
【請求項１０】  前記第１の薄膜トランジスタの前記ゲ
ート電極と前記電源配線との間に接続されたキャパシタ
をさらに備え、前記キャパシタは下部電極を構成する第
３の島状シリコンを含み、前記第３の島状シリコンは、
容量絶縁膜となる前記第１及び第２の熱酸化膜によって
覆われていることを特徴とする請求項７乃至９のいずれ
か１項に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項１１】  絶縁基板上に第１のシリコン膜を形成
する工程と、前記第１のシリコン膜をパターニングする
ことにより島状シリコンを形成する工程と、前記島状シ
リコンを熱酸化することにより前記島状シリコンの表面
に第１の酸化膜を形成する工程と、前記第１の酸化膜上
に第２のシリコン膜を形成する工程と、前記第２のシリ
コン膜を熱酸化することにより前記第１の酸化膜上に第
２の酸化膜を形成する工程とを備える半導体装置の製造
方法。
【請求項１２】  前記第２のシリコン膜を形成する工程
がＣＶＤ法によって行われることを特徴とする請求項１
１に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置及びその製
造方法並びに有機ＥＬディスプレイパネルに関し、さら
に詳細には、リーク電流が少なく且つ膜質に優れたゲー
ト絶縁膜を有する半導体装置及びその製造方法、並び
に、かかる半導体装置を用いたアクティブマトリクス型
の有機ＥＬディスプレイパネルに関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、液晶ディスプレイパネルや有機Ｅ
Ｌディスプレイパネル等の表示装置の駆動方式として、
いわゆるアクティブマトリクス方式が用いられることが
多い。アクティブマトリクス方式においては、液晶ディ
スプレイパネルや有機ＥＬディスプレイパネルの各画素
それぞれに薄膜トランジスタが設けられており、これら
薄膜トランジスタの導通・非導通を制御することによっ
て、各画素を独立して駆動することができる。かかる薄
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膜トランジスタは、通常、ガラス基板上に島状のシリコ
ンを形成し、島状シリコンの表面にゲート絶縁膜及びゲ
ート電極を形成することによって製造される。
【０００３】図１８～図２１は、従来の薄膜トランジス
タの製造工程を示す断面図である。
【０００４】従来の薄膜トランジスタの製造工程におい
ては、まず、図１８に示されるように、基板５０上の全
面にシリコン膜５１を形成し、次いでシリコン膜５１上
の所定の部分にフォトレジスト膜５２を形成する。
【０００５】次に、図１９に示されるように、フォトレ
ジスト膜５２をマスクとしてシリコン膜５１をパターニ
ングし、これによって島状シリコン５３を形成する。
【０００６】次に、図２０に示されるように、島状シリ
コン５３を熱酸化してその表面にゲート絶縁膜５４を形
成する。
【０００７】そして、図２１に示されるように、ゲート
絶縁膜５４上にゲート電極５５を形成し、島状シリコン
５３の所定の部分にイオン注入を行うことによって、ソ
ース領域及びドレイン領域を形成する。これによって、
薄膜トランジスタが完成する。
【０００８】このようにして形成された薄膜トランジス
タのゲート絶縁膜は、上述のとおり、島状シリコン５３
を熱酸化して形成された熱酸化膜であるため、ＣＶＤ法
等によって得られる酸化膜と比べて膜質に優れ、良好な
トランジスタ特性を得ることができる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】しかし、島状シリコン
５３を熱酸化することによってゲート絶縁膜５４を形成
する場合、ゲート絶縁膜５４の膜厚は均一とならず、図
２０及び図２１に示されるように島状シリコン５３の端
部において薄くなってしまう。本発明者による実験によ
れば、島状シリコン５３の端部に形成されたゲート絶縁
膜５４の膜厚は、島状シリコン５３の上面に形成された
ゲート絶縁膜５４の膜厚の約５０％程度となることが分
かった。このため、島状シリコン５３の端部においてリ
ーク電流が発生し易くなり、薄膜トランジスタの信頼性
を低下させる原因となっていた。
【００１０】図２２は、図１８～図２１に示される方法
で製作された従来の薄膜トランジスタのゲートリーク特
性を示すグラフである。
【００１１】ここで、リーク電流が１×１０－９Ａに達
したときの電界を絶縁耐圧と定義すれば、従来の薄膜ト
ランジスタの絶縁耐圧は、図２２に示されるように、約
３．３ＭＶ／ｃｍである。
【００１２】一方、ＣＶＤ法によって島状シリコンの表
面に酸化膜を堆積させ、これをゲート絶縁膜とすれば、
島状シリコンの上部及び端部においてゲート絶縁膜の膜
厚をほぼ均一とすることができる。しかしながら、ＣＶ
Ｄ法によって形成されるＣＶＤ酸化膜は、熱酸化によっ
て形成される熱酸化膜と比べて膜中に固定電荷が多く、
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また、シリコン膜上にＣＶＤ酸化膜を直接堆積させる
と、その界面に形成される不飽和結合によって界面準位
が形成されるため、ＣＶＤ酸化膜をそのままゲート絶縁
膜として使用すると、トランジスタ特性の変動を招き、
信頼性を低下させてしまう。このため、特公平３－７１
７９２号公報には、島状シリコンの表面にＣＶＤ法によ
って酸化膜を堆積した後、さらに熱酸化する方法が提案
されている。この方法によれば、ＣＶＤ酸化膜中に含ま
れる固定電荷が低減され、ゲート絶縁膜の膜質を向上さ
せることができるが、島状シリコンとゲート絶縁膜との
界面に形成された界面準位を十分に低減することはでき
ない。このため、かかる界面準位がキャリアトラップと
なってトランジスタ特性の変動を招き、信頼性を低下さ
せてしまうという問題が生じる。
【００１３】また、特公平３－７１７９２号公報に記載
された方法とは逆に、島状シリコンを熱酸化することに
よってその表面に熱酸化膜を形成し、かかる熱酸化膜上
にＣＶＤ酸化膜を堆積させることによって、島状シリコ
ンの端部におけるリーク電流を低減する方法が、特公平
６－１２８２５号公報に記載されている。この方法によ
れば、島状シリコンの端部におけるゲート絶縁膜の膜厚
を増大させることができるが、熱酸化膜とＣＶＤ酸化膜
との界面に界面準位が形成されてしまい、薄膜トランジ
スタの特性を悪化させてしまうという問題が生じてしま
う。さらに、ＣＶＤ酸化膜中には固定電荷が多く存在す
るため、薄膜トランジスタのしきい値が所望の値よりも
大きくなるという問題も生じる。
【００１４】したがって、本発明の目的は、島状シリコ
ンの表面に、膜質が良く且つ島状シリコン端部において
も十分な厚みを有する絶縁膜が形成された半導体装置を
提供することである。
【００１５】また、本発明の他の目的は、リーク電流が
少なく且つ膜質に優れたゲート絶縁膜を有する半導体装
置を提供することである。
【００１６】また、本発明のさらに他の目的は、膜質の
良い絶縁膜を島状シリコン上面のみならず端部において
も十分な厚みをもって形成する方法を提供することであ
る。
【００１７】また、本発明のさらに他の目的は、リーク
電流が少なく且つ膜質に優れたゲート絶縁膜を持つ薄膜
トランジスタを備えたアクティブマトリクス型の有機Ｅ
Ｌディスプレイパネルを提供することである。
【００１８】
【課題を解決するための手段】本発明のかかる目的は、
基板上に形成された島状シリコンと、前記島状シリコン
の表面に形成された第１の熱酸化膜と、前記第１の熱酸
化膜上に形成された第２の熱酸化膜とを備え、前記第１
の熱酸化膜は前記島状シリコンが熱酸化されることによ
って形成された膜であり、前記第２の熱酸化膜は前記第
１の熱酸化膜上に形成されたシリコン薄膜が熱酸化され
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ることによって形成された膜であることを特徴とする半
導体装置によって達成される。
【００１９】本発明によれば、島状シリコンが第１の熱
酸化膜及び第２の熱酸化膜からなる２層の熱酸化膜によ
って覆われており、第２の熱酸化膜が第１の熱酸化膜上
に形成されたシリコン薄膜が熱酸化されることによって
形成された膜であることから、島状シリコンの端部にお
いても十分な膜厚を確保することが可能となる。しか
も、これら２層の酸化膜はいずれも熱酸化膜であるの
で、膜中の固定電荷が非常に少なく、且つ、第１の熱酸
化膜と第２の熱酸化膜との界面にはほとんど界面準位が
形成されないので、良好な膜質を確保することが可能と
なる。
【００２０】本発明の好ましい実施態様においては、前
記島状シリコンの端部に形成された前記第１及び第２の
熱酸化膜の合計膜厚が、前記島状シリコンの上面に形成
された前記第１及び第２の熱酸化膜の合計膜厚の７０％
以上である。
【００２１】本発明の好ましい実施態様によれば、島状
シリコンの端部に形成された第１及び第２の熱酸化膜の
合計膜厚が、島状シリコンの上面に形成された第１及び
第２の熱酸化膜の合計膜厚の７０％以上であることか
ら、島状シリコンの端部におけるリーク電流を効果的に
削減することが可能となる。
【００２２】本発明のさらに好ましい実施態様において
は、前記第１及び第２の熱酸化膜上に形成されたゲート
電極をさらに備え、これによって、前記第１及び第２の
熱酸化膜のうち前記ゲート電極に覆われた部分はＭＯＳ
トランジスタのゲート絶縁膜として機能し、前記島状シ
リコンのうち前記ゲート絶縁膜に覆われた部分はＭＯＳ
トランジスタのチャネル領域として機能する。
【００２３】本発明のさらに好ましい実施態様によれ
ば、島状シリコンがＭＯＳトランジスタの活性領域とし
て用いられ、２層の熱酸化膜がＭＯＳトランジスタのゲ
ート絶縁膜として用いられるため、良好な特性を有する
ＭＯＳトランジスタを提供することが可能となる。
【００２４】本発明のさらに好ましい実施態様において
は、前記第１及び第２の熱酸化膜上に形成された上部電
極をさらに備え、これによって、前記第１及び第２の熱
酸化膜のうち前記上部電極に覆われた部分はキャパシタ
の容量絶縁膜として機能し、前記島状シリコンのうち前
記容量絶縁膜に覆われた部分はキャパシタの下部電極と
して機能する。
【００２５】本発明のさらに好ましい実施態様によれ
ば、島状シリコンがキャパシタの下部電極として用いら
れ、２層の熱酸化膜がキャパシタの容量絶縁膜として用
いられるため、良好な特性を有するキャパシタを提供す
ることが可能となる。
【００２６】本発明の前記目的はまた、ソース領域と、
ドレイン領域と、前記ソース領域及び前記ドレイン領域
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間に設けられたチャネル領域と、ゲート電極と、少なく
とも前記チャネル領域と前記ゲート電極との間に設けら
れたゲート絶縁膜とを備え、前記ゲート絶縁膜が少なく
とも２層の熱酸化膜からなり、これら２層の熱酸化膜の
一方は、他方の熱酸化膜上に堆積されたシリコン膜を熱
酸化することによって形成された膜であることを特徴と
する半導体装置によって達成される。
【００２７】本発明によれば、ＭＯＳトランジスタのゲ
ート絶縁膜が２層の熱酸化膜からなり、そのうち一方の
熱酸化膜が他方の熱酸化膜上に堆積されたシリコン膜が
熱酸化されることによって形成された膜であることか
ら、膜中の固定電荷が非常に少なく、且つ、２層の熱酸
化膜間にはほとんど界面準位が形成されないので、良好
な特性を有する半導体装置を提供することが可能とな
る。
【００２８】本発明の好ましい実施態様においては、前
記ソース領域、ドレイン領域及びチャネル領域は、絶縁
基板上に形成された島状シリコンによって構成される。
【００２９】本発明の好ましい実施態様によれば、ソー
ス領域、ドレイン領域及びチャネル領域が、絶縁基板上
に形成された島状シリコンによって構成されていること
から、有機ＥＬディスプレイパネルのようなディスプレ
イパネルに含まれる各画素を駆動する能動素子に適用す
ることが可能となる。
【００３０】本発明の前記目的はまた、有機発光部と、
前記有機発光部と電源配線との間に接続された第１の薄
膜トランジスタと、第１の信号配線と前記第１の薄膜ト
ランジスタのゲート電極との間に接続され、ゲートが第
２の信号配線に接続された第２の薄膜トランジスタとを
備える有機ＥＬディスプレイパネルであって、前記第１
の薄膜トランジスタの活性領域を構成する第１の島状シ
リコン及び前記第２の薄膜トランジスタの活性領域を構
成する第２の島状シリコンは、ゲート絶縁膜となる第１
及び第２の熱酸化膜によって覆われており、前記第１の
熱酸化膜は前記各島状シリコンが熱酸化されることによ
って形成された膜であり、前記第２の熱酸化膜は前記第
１の熱酸化膜上に形成されたシリコン薄膜が熱酸化され
ることによって形成された膜であることを特徴とする有
機ＥＬディスプレイパネルによって達成される。
【００３１】本発明によれば、有機ＥＬディスプレイパ
ネルの各画素に含まれる薄膜トランジスタの活性領域が
島状シリコンからなり、薄膜トランジスタのゲート絶縁
膜が島状シリコン上に形成されたなる第１及び第２の熱
酸化膜によって構成され、かかる前記第２の熱酸化膜が
第１の熱酸化膜上に形成されたシリコン薄膜が熱酸化さ
れることによって形成された膜であることから、島状シ
リコンの端部においても十分な膜厚を確保することが可
能となる。しかも、これら２層の酸化膜はいずれも熱酸
化膜であるので、膜中の固定電荷が非常に少なく、且
つ、第１の熱酸化膜と第２の熱酸化膜との界面にはほと
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7
んど界面準位が形成されないので、良好な膜質を確保す
ることが可能となる。これらにより、第１及び第２の薄
膜トランジスタは良好なトランジスタ特性を有すること
となり、優れた有機ＥＬディスプレイパネルを提供する
ことが可能となる。
【００３２】本発明の好ましい実施態様においては、前
記第１の島状シリコンの周囲長と前記第２の島状シリコ
ンの周囲長とは互いに異なる。
【００３３】本発明の好ましい実施態様によれば、第１
の島状シリコンの周囲長と第２の島状シリコンの周囲長
とが互いに異なることから、端部におけるリーク電流の
発生のし易さが第１及び第２の島状シリコン間において
異なり、周囲長の長い島状シリコンにおいて多くのリー
ク電流が発生するおそれがあるものの、これら第１及び
第２の島状シリコンはいずれも２層の熱酸化膜によって
覆われていることから、周囲長の長い島状シリコンにお
いても効果的にリーク電流を削減することが可能とな
る。
【００３４】本発明のさらに好ましい実施態様において
は、前記第１の薄膜トランジスタの導電型と前記第２の
薄膜トランジスタの導電型とは互いに異なる。
【００３５】本発明のさらに好ましい実施態様によれ
ば、第１の薄膜トランジスタの導電型と第２の薄膜トラ
ンジスタの導電型とが互いに異なることから、端部にお
けるリーク電流の発生のし易さが第１及び第２の島状シ
リコン間において異なり、一方の導電型のトランジスタ
を構成する島状シリコンにおいて多くのリーク電流が発
生するおそれがあるものの、これら第１及び第２の島状
シリコンはいずれも２層の熱酸化膜によって覆われてい
ることから、いずれの導電型のトランジスタを構成する
島状シリコンにおいても効果的にリーク電流を削減する
ことが可能となる。
【００３６】本発明のさらに好ましい実施態様において
は、前記第１の薄膜トランジスタの前記ゲート電極と前
記電源配線との間に接続されたキャパシタをさらに備
え、前記キャパシタは下部電極を構成する第３の島状シ
リコンを含み、前記第３の島状シリコンは、容量絶縁膜
となる前記第１及び第２の熱酸化膜によって覆われてい
る。
【００３７】本発明のさらに好ましい実施態様によれ
ば、第１の薄膜トランジスタのゲート電極と電源配線と
の間に接続されたキャパシタをさらに備えていることか
ら、第１の薄膜トランジスタのゲート電圧の保持特性が
向上するとともに、かかるキャパシタの下部電極を第３
の島状シリコンによって構成し、容量絶縁膜を第１及び
第２の熱酸化膜によって構成していることから、下部電
極にて発生するリーク電流を削減することが可能とな
る。
【００３８】本発明の前記目的はまた、絶縁基板上に第
１のシリコン膜を形成する工程と、前記第１のシリコン
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膜をパターニングすることにより島状シリコンを形成す
る工程と、前記島状シリコンを熱酸化することにより前
記島状シリコンの表面に第１の酸化膜を形成する工程
と、前記第１の酸化膜上に第２のシリコン膜を形成する
工程と、前記第２のシリコン膜を熱酸化することにより
前記第１の酸化膜上に第２の酸化膜を形成する工程とを
備える半導体装置の製造方法によって達成される。
【００３９】本発明によれば、島状シリコン上に形成さ
れた第１の酸化膜上に、さらに第２のシリコン膜を形成
し、これを熱酸化することによって第２の酸化膜を形成
しているので、島状シリコンはいずれも熱酸化膜からな
る２層の熱酸化膜によって覆われることになる。このた
め、島状シリコンの端部においても十分な膜厚を確保す
ることが可能となる。しかも、これら２層の酸化膜はい
ずれも熱酸化膜であるので、膜中の固定電荷が非常に少
なく、且つ、第１の熱酸化膜と第２の熱酸化膜との界面
にはほとんど界面準位が形成されないので、良好な膜質
を確保することが可能となる。
【００４０】本発明の好ましい実施態様においては、前
記第２のシリコン膜を形成する工程がＣＶＤ法によって
行われる。
【００４１】本発明の好ましい実施態様によれば、第２
のシリコン膜がＣＶＤ法によって形成されることから、
第２のシリコン膜の膜厚を、島状シリコンの上面及び端
部において実質的に等しくすることができる。このた
め、これを熱酸化して形成される第２の酸化膜の膜厚
を、島状シリコンの上面及び端部において実質的に等し
くすることができ、その結果、島状シリコンの端部にお
ける酸化膜の膜厚を十分に確保することが可能となる。
【００４２】
【発明の好ましい実施の形態】以下、添付図面に基づい
て、本発明の好ましい実施態様につき、詳細に説明す
る。
【００４３】図１は、本発明の好ましい実施態様にかか
る半導体装置を概略的に示す断面図である。
【００４４】図１に示されるように、本実施態様にかか
る半導体装置１は、石英ガラスからなる基板２と、基板
２上に形成された島状シリコン３と、島状シリコン３の
表面を覆って形成された第１の熱酸化膜４と、第１の熱
酸化膜４上及び基板２上に形成された第２の熱酸化膜５
と、第２の熱酸化膜５上に形成されたゲート電極６と、
島状シリコン３のうちソース領域７に接して設けられた
窒化チタンからなるソース電極８と、島状シリコン３の
うちドレイン領域９に接して設けられた窒化チタンから
なるドレイン電極１０と、基板２及び島状シリコン３を
覆って形成された層間絶縁膜１１と、ソース電極８と接
続されているソース配線１２と、ドレイン電極１０と接
続されているドレイン配線１３とによって構成される。
また、島状シリコン３のうち、ゲート電極６によって覆
われている部分はノンドープのチャネル領域１４とな
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る。
【００４５】このように、本実施態様にかかる半導体装
置１においては、島状シリコン３の表面は２層の熱酸化
膜によって覆われ、かかる２層の熱酸化膜によってゲー
ト絶縁膜が構成されている。
【００４６】ここで、島状シリコン３の端部における２
層の熱酸化膜の合計膜厚は、島状シリコン３の上面にお
ける２層の熱酸化膜の合計膜厚の７０％以上である。こ
のように、本実施態様にかかる半導体装置１において
は、島状シリコン３の端部における２層の熱酸化膜の合
計膜厚が、島状シリコン３の上面における２層の熱酸化
膜の合計膜厚の７０％以上であることから、島状シリコ
ン３の端部におけるリーク電流を低減することがでる。
さらに、これら２層の酸化膜は、いずれも熱酸化膜であ
るので、膜中の固定電荷は非常に少なく、且つ、第１の
熱酸化膜４と第２の熱酸化膜５との界面にはほとんど界
面準位が形成されない。このため、このような２層の熱
酸化膜をゲート絶縁膜として用いる半導体装置１の信頼
性は非常に高くなる。
【００４７】次に、本実施態様にかかる半導体装置１の
製造方法について説明する。
【００４８】図２～図１１は、本実施態様にかかる半導
体装置１の各製造工程を示す断面図である。
【００４９】まず、図２に示されるように、減圧ＣＶＤ
（ＬＰＣＶＤ）法を用いて石英ガラスからなる基板２上
に１００ｎｍの厚みを有するノンドープのアモルファス
シリコン膜を形成し、窒素雰囲気中にて約６００℃の熱
処理を行うことにより、ポリシリコン膜１５に変化させ
る。次いで、スピンコート法を用いてかかるポリシリコ
ン膜１５上の全面にフォトレジスト膜１６を形成する。
【００５０】次に、図３に示されるように、フォトリソ
グラフィー法を用いてフォトレジスト膜１６に対し露光
を行い、フォトレジスト膜１６のうち所望の部分を硬化
させ、マスク１７を形成する。フォトレジスト膜１６の
うち、硬化されなかった部分は除去される。
【００５１】次に、図４に示されるように、マスク１７
を用いてＲＩＥ（リアクティブ・イオン・エッチング）
法によるエッチングを行い、ポリシリコン膜１５をパタ
ーニングする。これにより島状シリコン３が形成され
る。このとき、ポリシリコン膜１５は、マスク１７の端
部において多少サイドエッチングされるため、島状シリ
コン３の端部は、図４に示されるように他所の傾斜をも
って形成されることになる。
【００５２】次に、図５に示されるように、マスク１７
を除去する。
【００５３】次に、図６に示されるように、約１０００
℃の熱処理を行うことによって島状シリコン３の表面に
第１の熱酸化膜４を形成する。第１の熱酸化膜４の厚み
は島状シリコン３の上面において約１０ｎｍであるが、
島状シリコン３の端部においてはこれよりも薄く形成さ
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れる。このとき、島状シリコン３の端部では、基板２と
島状シリコン３との間にバーズビーク１８が形成され
る。
【００５４】次に、図７に示されるように、減圧ＣＶＤ
（ＬＰＣＶＤ）法により第１の熱酸化膜４を含む基板２
の全面にアモルファスシリコン膜１９を形成する。この
とき、アモルファスシリコン膜１９の厚みは約１５ｎｍ
である。尚、アモルファスシリコン膜１９は減圧ＣＶＤ
（ＬＰＣＶＤ）法によって形成されることから、基板２
の表面や第１の熱酸化膜４の上面のような平坦部に形成
されたアモルファスシリコン膜１９の厚みと、島状シリ
コン３の端部を覆う第１の熱酸化膜４上に形成されたア
モルファスシリコン膜１９の厚みは、実質的に等しくな
る。
【００５５】次に、図８に示されるように、約１０００
℃の熱処理を行うことによってアモルファスシリコン膜
１９を酸化し、第２の熱酸化膜５を形成する。ここで、
シリコンの熱酸化によって形成される酸化膜の厚みは、
酸化される前のシリコン膜の膜厚の約２．２倍の厚みと
なることが知られているため、第２の熱酸化膜５の厚み
は約３３ｎｍとなる。この熱酸化工程においては、アモ
ルファスシリコン膜１９を全て酸化し、未反応の部分を
残さないことが好ましい。これは、第２の熱酸化膜５が
ゲート絶縁膜の一部として用いられるため、未反応のア
モルファスシリコンが残存していると、完成した薄膜ト
ランジスタのしきい値が、所望のしきい値とは異なる値
となってしまうからである。したがって、この熱酸化工
程においては、未反応のアモルファスシリコン膜１９が
残らないよう、アモルファスシリコン膜１９の全てが酸
化されるのに要する時間よりも長い時間をかけて加熱す
ることが好ましい。この場合、アモルファスシリコン膜
１９の全てが酸化された後は、島状シリコン３がさらに
熱酸化されて第１の熱酸化膜４の膜厚が増大し、その結
果、第１の熱酸化膜４の膜厚は約１７ｎｍとなる。これ
により、第１の熱酸化膜４の膜厚と第２の熱酸化膜５の
膜厚の合計は、島状シリコン３の上面において約５０ｎ
ｍとなる。
【００５６】次に、図９に示されるように、島状シリコ
ン３が形成された部分を含む基板２の全面に、リンがド
ープされた膜厚が約２５０ｎｍのポリシリコン膜２０を
形成し、さらに、ゲート電極を形成すべき箇所にマスク
２１を形成する。
【００５７】次に、図１０に示されるように、マスク２
１を用いてＲＩＥ法によるエッチングを行い、ポリシリ
コン膜２０をパターニングする。これによりゲート電極
６が形成される。さらに、マスク２１及びゲート電極６
をマスクとしてリンをイオン注入し、Ｎ型のソース領域
７及びドレイン領域９を形成する。ここで、島状シリコ
ン３のうちイオン注入がされなかった部分、すなわちゲ
ート電極６によって覆われている部分はノンドープのチ
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11
ャネル領域１４となる。尚、基板２上に形成すべき薄膜
トランジスタの導電型がＰチャンネル型である場合は、
マスク２１及びゲート電極６をマスクとしてボロンをイ
オン注入し、Ｐ型のソース領域及びソース電極を形成す
ればよい。さらに、基板２上に形成すべき薄膜トランジ
スタの導電型がＮチャンネル型及びＰチャンネル型の両
方が混在している場合には、まず一方の導電型の薄膜ト
ランジスタを構成する島状シリコン３をマスクで覆いつ
つ、他方の導電型の薄膜トランジスタを構成する島状シ
リコン３に対してイオン注入を行い、次いで、他方の導
電型の薄膜トランジスタを構成する島状シリコン３をマ
スクで覆いつつ、一方の導電型の薄膜トランジスタを構
成する島状シリコン３に対してイオン注入を行えばよ
い。
【００５８】次に、図１１に示されるように、ＲＩＥ法
により第１の熱酸化膜４及び第２の熱酸化膜５の所定の
部分を除去し、スルーホール２２を形成する。これによ
って、ソース領域７及びドレイン領域９の一部がそれぞ
れ露出される。
【００５９】そして、図１に示されるように、窒化チタ
ンを堆積させ、これをパターニングすることによって窒
化チタンからなるソース電極８及びドレイン電極１０を
形成し、次いで、全面に層間絶縁膜１１を形成した後、
その一部を除去してソース電極８及びドレイン電極１０
の一部を露出させる。さらにアルミニウム合金を堆積さ
せ、これをパターニングすることによって、ソース配線
１２及びドレイン配線１３を形成する。これによって本
実施態様にかかる半導体装置１が完成する。尚、窒化チ
タンからなるソース電極８及びドレイン電極１０は、バ
リアメタルとして機能する。
【００６０】このように、本実施態様にかかる半導体装
置１においては、島状シリコン３を熱酸化することによ
ってその表面に第１の熱酸化膜４を形成した後、第１の
熱酸化膜４の表面を含む基板２の全面にＣＶＤ法によっ
てアモルファスシリコン膜１９を堆積し、これを熱酸化
することによって第１の熱酸化膜４の表面に第２の熱酸
化膜５を形成しているので、島状シリコン３の表面は、
第１の熱酸化膜４及び第２の熱酸化膜５からなる２層の
熱酸化膜によって覆われることになる。ここで、第２の
熱酸化膜５は、上述のとおり、ＣＶＤ法によって堆積さ
れたアモルファスシリコン膜１９を熱酸化して形成され
た膜であるため、その厚みは、島状シリコン３の上面及
び端部においてほぼ均一となる。このため、かかる第２
の熱酸化膜５を第１の熱酸化膜４の全表面に形成するこ
とにより、島状シリコン３の端部において薄い部分を有
する第１の熱酸化膜４が補完され、島状シリコン３の端
部においても十分な膜厚を確保することが可能となる。
【００６１】これにより、島状シリコン３の端部におけ
る２層の熱酸化膜の合計膜厚を、島状シリコン３の上面
における２層の熱酸化膜の合計膜厚の７０％以上とする
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ことができ、その結果、島状シリコン３の端部における
リーク電流を低減することがでる。さらに、これら２層
の酸化膜は、いずれも熱酸化膜であるので、膜中の固定
電荷は非常に少なく、且つ、第１の熱酸化膜４と第２の
熱酸化膜５との界面にはほとんど界面準位が形成されな
い。このため、このような２層の熱酸化膜をゲート絶縁
膜として用いる半導体装置１の信頼性は非常に高くな
る。
【００６２】図１２は、図１～図１１に示される方法で
製作された薄膜トランジスタのゲートリーク特性を示す
グラフである。
【００６３】ここで、リーク電流が１×１０－９Ａに達
したときの電界を絶縁耐圧と定義すれば、本実施態様に
かかる薄膜トランジスタの絶縁耐圧は、図１２に示され
るように、約５．７ＭＶ／ｃｍであり、従来の薄膜トラ
ンジスタの絶縁耐圧である約３．３ＭＶ／ｃｍと比べて
大幅に改善されていることが分かる。
【００６４】次に、本発明の好ましい他の実施態様につ
いて説明する。
【００６５】図１３は、本発明の好ましい他の実施態様
にかかる有機ＥＬディスプレイパネル２３の回路図であ
る。
【００６６】図１３に示されるように、有機ＥＬディス
プレイパネル２３は、列方向に配列された複数のソース
線Ｘと、行方向に配列された複数のゲート線Ｙと、これ
らソース線Ｘ及びゲート線Ｙの各交点にマトリクス状に
配置された複数の画素２４と、電源線Ｖｄｄとを備え、
画素２４は、有機発光部２５と、ＮチャンネルＭＯＳト
ランジスタ２６と、ＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２
７と、キャパシタ２８とによって構成される。Ｎチャン
ネルＭＯＳトランジスタ２６は、ゲートがゲート線Ｙに
接続され、ソースがソース線Ｘに接続され、ドレインが
ＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７のゲートに接続さ
れている。また、ＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７
は、ソースが電源線Ｖｄｄに接続され、ドレインが有機
発光部２５に接続されている。また、キャパシタ２８
は、一端がＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７のゲー
トに接続され、他端が電源線Ｖｄｄに接続されている。
【００６７】このような回路構成からなる有機ＥＬディ
スプレイパネル２３においては、選択された１本のゲー
ト線Ｙ（例えばゲート線Ｙｊ）にハイレベルの電位を供
給することによって、かかるゲート線Ｙｊに対応する行
の各画素２４を選択状態とし、この状態で各ソース線Ｘ
に所定の電位を供給することによって、選択されている
画素２４に含まれるキャパシタ２８の一端を所定の電位
に充電することができる。ここで、キャパシタ２８の充
電電圧は、ＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７のゲー
ト電圧、すなわちＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７
の導通状態を決めるので、各キャパシタ２８に充電され
る電位を上述の方法で制御することにより、Ｐチャンネ
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ルＭＯＳトランジスタ２７を介して電源線Ｖｄｄから有
機発光部２５に流れる電流量を各画素２４ごとに制御す
ることができる。これにより有機ＥＬディスプレイパネ
ル２３には、所望の画像が表示される。
【００６８】尚、これらソース線Ｘやゲート線Ｙを駆動
する駆動回路（図示せず）は、有機ＥＬディスプレイパ
ネル２３と同一基板上に形成してもよく、また、外付け
ＩＣ内に設けても良い。かかる駆動回路（図示せず）を
有機ＥＬディスプレイパネル２３と同一基板上に形成す
る場合、画素２４の製造工程において同時に駆動回路
（図示せず）を作成することが可能となる。
【００６９】図１４は、画素２４の構造を概略的に示す
平面図である。また、図１５は、図１４に示すＡ－Ａ’
線の断面を示す断面図、図１６は、図１４に示すＢ－
Ｂ’線の断面を示す断面図、図１７は、図１４に示すＣ
－Ｃ’線の断面を示す断面図である。
【００７０】図１５及び図１６に示されるように、各画
素２４を構成するＮチャンネルＭＯＳトランジスタ２６
及びＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７は、上記実施
態様にかかる半導体装置１とほぼ同様の構造を有してい
る。
【００７１】すなわち、図１５に示されるように、Ｎチ
ャンネルＭＯＳトランジスタ２６は、石英ガラスからな
る基板２と、基板２上に形成された島状シリコン２９
と、島状シリコン２９の表面を覆って形成された第１の
熱酸化膜４と、第１の熱酸化膜４上及び基板２上に形成
された第２の熱酸化膜５と、第２の熱酸化膜５上に形成
されたゲート線Ｙｊ（ゲート電極）と、島状シリコン２
９のうちソース領域３０に接して設けられたソース電極
３１と、島状シリコン２９のうちドレイン領域３２に接
して設けられたドレイン電極３３と、基板２及び島状シ
リコン２９を覆って形成された第１の層間絶縁膜３４
と、ソース電極３１と接続されているソース線Ｘ

ｉ＋１

と、ドレイン電極３３と接続されている配線３５と、Ｎ
チャンネルＭＯＳトランジスタ２６の全面を覆う第２の
層間絶縁膜３６と、第２の層間絶縁膜配線３６の全面を
覆う有機保護膜５６と、有機保護膜５６の全面を覆うパ
ッシペーション酸化膜５７とによって構成される。ま
た、島状シリコン２９のうち、ゲート線Ｙｊによって覆
われている部分はノンドープのチャネル領域３７とな
る。また、配線３５は、バリアメタル３８を介して、ゲ
ート線Ｙｊと同時に形成されたゲート電極３９と接続さ
れている。かかるバリアメタル３８は、ソース電極３１
及びドレイン電極３３と同時に形成される。ここで、島
状シリコン２９の端部における２層の熱酸化膜の合計膜
厚は、上記実施態様にかかる半導体装置１と同様、島状
シリコン２９の上面における２層の熱酸化膜の合計膜厚
の７０％以上である。また、図１５に示されるように、
島状シリコン２９やゲート電極３９等によって生じる凹
凸は、有機保護膜５６によって実質的に平坦化されてい
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る。
【００７２】また、図１６に示されるように、Ｐチャン
ネルＭＯＳトランジスタ２７は、基板２上に形成された
島状シリコン４０と、島状シリコン４０の表面を覆って
形成された第１の熱酸化膜４と、第１の熱酸化膜４上及
び基板２上に形成された第２の熱酸化膜５と、第２の熱
酸化膜５上に形成されたゲート電極３９と、島状シリコ
ン４０のうちソース領域４１に接して設けられたソース
電極４２と、島状シリコン４０のうちドレイン領域４３
に接して設けられたドレイン電極４４と、ソース電極４
２と接続されている電源線Ｖｄｄと、ドレイン電極４４
と接続されているＩＴＯ４５とによって構成される。ま
た、島状シリコン４０のうち、ゲート電極３９によって
覆われている部分はノンドープのチャネル領域４６とな
る。かかるＩＴＯ４５は、有機発光部２５に接続されて
いる。ここで、島状シリコン４０の端部における２層の
熱酸化膜の合計膜厚は、やはり島状シリコン４０の上面
における２層の熱酸化膜の合計膜厚の７０％以上であ
る。また、図１６に示されるように、ドレイン電極４４
は、島状シリコン４０の外部まで引き出されており、か
かる引き出し部分においてＩＴＯ４５とコンタクトして
おり、有機発光部２５における第２の層間絶縁膜３６と
有機保護膜５６との間にはカラーフィルタ５８が設けら
れている。カラーフィルタ５８は、例えば、赤（Ｒ）、
緑（Ｇ）、青（Ｂ）のいずれかに着色されており、赤
（Ｒ）に着色されたカラーフィルタを有する有機発光
部、緑（Ｇ）に着色されたカラーフィルタを有する有機
発光部、青（Ｂ）に着色されたカラーフィルタを有する
有機発光部の３つが１組となって、フルカラー表示が可
能な１つの画素を構成する。
【００７３】また、図１７に示されるように、キャパシ
タ２８は、基板２上に形成された島状シリコン４７（下
部電極）と、島状シリコン４７の表面を覆って形成され
た第１の熱酸化膜４と、第１の熱酸化膜４上及び基板２
上に形成された第２の熱酸化膜５と、第２の熱酸化膜５
上に形成されたゲート電極３９（上部電極）と、島状シ
リコン４７の２カ所に設けられた電極４８と、電極４８
と接続されている電源線Ｖｄｄとによって構成される。
ここで、島状シリコン４７の端部における２層の熱酸化
膜の合計膜厚は、やはり島状シリコン４７の上面におけ
る２層の熱酸化膜の合計膜厚の７０％以上である。
【００７４】第１の熱酸化膜４及び第２の熱酸化膜５を
形成する方法については、上記実施態様にかかる半導体
装置１において説明した方法と同様であるので、重複す
る説明は省略する。また、ＮチャンネルＭＯＳトランジ
スタ２６及びＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７は、
互いに導電型が異なるため、ＮチャンネルＭＯＳトラン
ジスタ２６を構成する島状シリコン２９に対するイオン
注入と、ＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７を構成す
る島状シリコン４０に対するイオン注入とは、別個に行
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う必要がある。すなわち、ゲート線Ｙ及びゲート電極３
９を形成した後、まず島状シリコン４０の全体をマスク
（図示せず）で覆い、この状態でリンをイオン注入し、
Ｎ型のソース領域３０及びドレイン領域３２を形成し、
次いで、島状シリコン４０を覆っていたマスク（図示せ
ず）を除去し、今度は島状シリコン２９の全体を別のマ
スク（図示せず）で覆ってボロンをイオン注入する。こ
れによって、互いに異なる導電型を有するＮチャンネル
ＭＯＳトランジスタ２６及びＰチャンネルＭＯＳトラン
ジスタ２７が形成される。
【００７５】このような構成からなる有機ＥＬディスプ
レイパネル２３においては、上述のとおり、各画素２４
ごとに３つの島状シリコン２９、４０、４７が用いられ
ている。すなわち、島状シリコン２９はＮチャンネルＭ
ＯＳトランジスタ２６の活性領域を構成し、島状シリコ
ン４０はＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７の活性領
域を構成し、島状シリコン４７はキャパシタ２８の下部
電極を構成するために用いられる。
【００７６】ここで、これら島状シリコン２９と４０の
サイズは同じではなく、島状シリコン２９よりも島状シ
リコン４０の方が大きく形成されている。これは、次の
ように理由による。すなわち、ＮチャンネルＭＯＳトラ
ンジスタ２６は、キャパシタ２８を充放電させることに
よってＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７のゲート電
圧を制御するために用いられる電圧制御用トランジスタ
であるため、大きな電流駆動能力は必要とされない一
方、ＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７は、その導通
状態に応じたＯＮ電流を有機発光部２５に供給するため
に用いられる電流制御用トランジスタであるため、Ｎチ
ャンネルＭＯＳトランジスタ２６と比べて大きな電流駆
動能力が必要とされる。かかる理由から、Ｐチャンネル
ＭＯＳトランジスタ２７の活性領域を構成する島状シリ
コン４０は、ＮチャンネルＭＯＳトランジスタ２６の活
性領域を構成する島状シリコン２９よりも大きく形成さ
れるのである。尚、キャパシタ２８は、ＰチャンネルＭ
ＯＳトランジスタ２７のゲート電圧の保持特性を向上さ
せることを目的として設けられるため、そのサイズは、
必要とする保持特性に応じて決定すればよい。本実施態
様においては、キャパシタ２８の下部電極を構成する島
状シリコン４７を、島状シリコン４０よりもさらに大き
く形成している。
【００７７】このように、本実施態様においては、これ
ら島状シリコン２９、４０、４７のサイズがこの順に大
きいため、各島状シリコン２９、４０、４７の周囲長は
この順に長くなる。ここで、各島状シリコン２９、４
０、４７の周囲長は、各島状シリコン２９、４０、４７
の端部の総延長であることから、島状シリコン２９、４
０、４７のサイズがこの順に大きいということは、端部
において電流リークが生じる危険性がこの順に高くなる
ことを意味する。
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【００７８】しかしながら、本実施態様においては、こ
れらサイズの異なる島状シリコン２９、４０、４７は、
いずれも第１の熱酸化膜４及び第２の熱酸化膜５からな
る２層の熱酸化膜によって覆われ、これによって、端部
における２層の熱酸化膜の合計膜厚が、上面における２
層の熱酸化膜の合計膜厚の７０％以上であることから、
端部におけるリーク電流が低減され、最も周囲長が長い
島状シリコン４７においても、端部におけるリーク電流
が効果的に低減される。さらに、上記実施態様にかかる
半導体装置１と同様、これら２層の酸化膜はいずれも熱
酸化膜であるので、膜中の固定電荷は非常に少なく、且
つ、第１の熱酸化膜４と第２の熱酸化膜５との界面には
ほとんど界面準位が形成されないため、このような２層
の熱酸化膜をゲート絶縁膜ないしは容量絶縁膜として用
いる有機ＥＬディスプレイパネル２３の信頼性は非常に
高くなる。
【００７９】このように、本発明は、上記有機ＥＬディ
スプレイパネル２３のように、各画素２４に互いに異な
る大きさを有する島状シリコン２９、４０、４７が含ま
れる装置への適用が好適であることが分かる。また、上
記有機ＥＬディスプレイパネル２３のように、各画素２
４に互いに異なる導電型のトランジスタ２６、２７が混
在している場合、一方の導電型のトランジスタのリーク
電流が他方の導電型のトランジスタのリーク電流よりも
大きくなる場合があるが、本実施態様にかかる有機ＥＬ
ディスプレイパネル２３では、これら各トランジスタを
構成する島状シリコン２９、４０を２重の熱酸化膜によ
って覆うことによって、島状シリコン２９、４０の端部
におけるリーク電流を防止しているので、一方の導電型
のトランジスタのリーク電流のみが異常に増大すること
がほとんどなくなる。
【００８０】具体的には、本発明者による実験によれ
ば、有機ＥＬディスプレイパネル２３の画素数を６４０
×４８０画素とし、これを１０Ｖで駆動した場合に発生
する不良画素２４はゼロであった。比較として、従来の
ように島状シリコンを熱酸化することのみによってゲー
ト絶縁膜を形成した場合、同様の条件で駆動すると、２
０個の画素にてリークが発生し、有機ＥＬディスプレイ
パネルとしては不良品となった。
【００８１】本発明は、以上の実施態様に限定されるこ
となく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種
々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含
されるものであることはいうまでもない。
【００８２】例えば、上記各実施態様においては、約１
０００℃の熱処理を行うことによって第１の熱酸化膜４
及び第２の熱酸化膜５を形成しているが、かかる熱処理
の温度は一例であり、これとは異なる温度で第１の熱酸
化膜４及び第２の熱酸化膜５を形成しても良い。
【００８３】また、上記各実施態様においては、第１の
熱酸化膜４の膜厚を約１０ｎｍとしているが、これに限
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定されることなく、他の膜厚としてもよい。
【００８４】さらに、上記各実施態様においては、第１
の熱酸化膜４の表面にアモルファスシリコン膜１９を約
１５ｎｍ堆積しているが、アモルファスシリコン膜１９
の膜厚はこれに限定されず、他の膜厚であっても良い。
また、第１の熱酸化膜４の表面に形成するシリコン膜は
アモルファスシリコンに限定されず、他の種類のシリコ
ン膜、例えばポリシリコン膜であってもよい。さらに、
第１の熱酸化膜４の表面にシリコン膜を堆積させる方法
としては、減圧ＣＶＤ（ＬＰＣＶＤ）法に限定されず、
膜厚の均一性が確保される限り、他の方法によって堆積
させても良い。
【００８５】また、上記各実施態様においては、第１の
熱酸化膜４及び第２の熱酸化膜５の合計膜厚を約５０ｎ
ｍとしているが、これに限定されることなく、他の膜厚
としてもよい。
【００８６】さらに、上記実施態様にかかる有機ＥＬデ
ィスプレイパネル２３においては、キャパシタ２８を構
成する島状シリコン４７の面積を、ＰチャンネルＭＯＳ
トランジスタ２７を構成する島状シリコン４０の面積よ
りも大としたが、キャパシタ２８を構成する島状シリコ
ン４７の面積は、ＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７
のゲート電圧の保持特性が所望の特性を満たす限り、Ｐ
チャンネルＭＯＳトランジスタ２７を構成する島状シリ
コン４０よりも小さくても良い。また、ＮチャンネルＭ
ＯＳトランジスタ２６を構成する島状シリコン２９より
も小さくても良い。さらに、ＰチャンネルＭＯＳトラン
ジスタ２７のゲート電圧の保持特性が所望の特性を満た
す限り、キャパシタ２８を省略しても良い。
【００８７】また、上記実施態様にかかる有機ＥＬディ
スプレイパネル２３においては、ＮチャンネルＭＯＳト
ランジスタ２６のソース領域３０及びドレイン領域３２
を形成するためのイオン注入工程と、ＰチャンネルＭＯ
Ｓトランジスタ２７のソース領域４１及びドレイン領域
４３を形成するためのイオン注入工程とを完全に別個の
工程としているが、これに限定されず、例えば、Ｎチャ
ンネルＭＯＳトランジスタ２６を構成する島状シリコン
２９及びＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７を構成す
る島状シリコン４０に対して共通にリンをドーピング
し、その後、ＮチャンネルＭＯＳトランジスタ２６を構
成する島状シリコン２９の全体をマスクで覆いながら、
ＰチャンネルＭＯＳトランジスタ２７を構成する島状シ
リコン４０に対して多量のボロンをドーピングすること
によって事前にドーピングされたリンを打ち消すという
方法を用いても良い。この方法によれば、フォトリソグ
ラフィー工程が１回削減されるので、製造コストを削減
することが可能となる。
【００８８】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
島状シリコンの表面に、膜質が良く且つ島状シリコン端
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部においても十分な厚みを有する絶縁膜が形成された半
導体装置が提供される。また、本発明によれば、リーク
電流が少なく且つ膜質に優れたゲート絶縁膜を有する半
導体装置が提供される。さらに、本発明によれば、膜質
の良い絶縁膜を島状シリコン上面のみならず端部におい
ても十分な厚みをもって形成する方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の好ましい実施態様にかかる半
導体装置を概略的に示す断面図である。
【図２】図２は、本実施態様にかかる半導体装置１の各
製造工程の一部を示す断面図である。
【図３】図３は、本実施態様にかかる半導体装置１の各
製造工程の一部を示す断面図である。
【図４】図４は、本実施態様にかかる半導体装置１の各
製造工程の一部を示す断面図である。
【図５】図５は、本実施態様にかかる半導体装置１の各
製造工程の一部を示す断面図である。
【図６】図６は、本実施態様にかかる半導体装置１の各
製造工程の一部を示す断面図である。
【図７】図７は、本実施態様にかかる半導体装置１の各
製造工程の一部を示す断面図である。
【図８】図８は、本実施態様にかかる半導体装置１の各
製造工程の一部を示す断面図である。
【図９】図９は、本実施態様にかかる半導体装置１の各
製造工程の一部を示す断面図である。
【図１０】図１０は、本実施態様にかかる半導体装置１
の各製造工程の一部を示す断面図である。
【図１１】図１１は、本実施態様にかかる半導体装置１
の各製造工程の一部を示す断面図である。
【図１２】図１２は、図１～図１１に示される方法で製
作された薄膜トランジスタのゲートリーク特性を示すグ
ラフである。
【図１３】図１３は、本発明の好ましい他の実施態様に
かかる有機ＥＬディスプレイパネル２３の回路図であ
る。
【図１４】図１４は、画素２４の構造を概略的に示す平
面図である。
【図１５】図１５は、図１４に示すＡ－Ａ’線の断面を
示す断面図である。
【図１６】図１６は、図１４に示すＢ－Ｂ’線の断面を
示す断面図である。
【図１７】図１７は、図１４に示すＣ－Ｃ’線の断面を
示す断面図である。
【図１８】図１８は、従来の薄膜トランジスタの製造工
程の一部を示す断面図である。
【図１９】図１９は、従来の薄膜トランジスタの製造工
程の一部を示す断面図である。
【図２０】図２０は、従来の薄膜トランジスタの製造工
程の一部を示す断面図である。
【図２１】図２１は、従来の薄膜トランジスタの製造工
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程の一部を示す断面図である。
【図２２】図２２は、図１８～図２１に示される方法で
製作された従来の薄膜トランジスタのゲートリーク特性
を示すグラフである。
【符号の説明】
１  半導体装置
２  基板
３  島状シリコン
４  第１の熱酸化膜
５  第２の熱酸化膜
６  ゲート電極
７  ソース領域
８  ソース電極
９  ドレイン領域
１０  ドレイン電極
１１  層間絶縁膜
１２  ソース配線
１３  ドレイン配線
１４  チャネル領域
１５  ポリシリコン膜
１６  フォトレジスト膜
１７  マスク
１８  バーズビーク
１９  アモルファスシリコン膜
２０  ポリシリコン膜
２１  マスク
２２  スルーホール
２３  有機ＥＬディスプレイパネル
２４  画素
２５  有機発光部
２６  ＮチャンネルＭＯＳトランジスタ *
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*２７  ＰチャンネルＭＯＳトランジスタ
２８  キャパシタ
２９  島状シリコン
３０  ソース領域
３１  ソース電極
３２  ドレイン領域
３３  ドレイン電極
３４  第１の層間絶縁膜
３５  配線
３６  第２の層間絶縁膜
３７  チャネル領域
３８  バリアメタル
３９  ゲート電極
４０  島状シリコン
４１  ソース領域
４２  ソース電極
４３  ドレイン領域
４４  ドレイン電極
４５  ＩＴＯ
４６  チャネル領域
４７  島状シリコン
４８  電極
５０  基板
５１  シリコン膜
５２  フォトレジスト膜
５３  島状シリコン
５４  ゲート絶縁膜
５５  ゲート電極
５６  有機保護膜
５７  パッシペーション酸化膜
５８  カラーフィルタ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１３】 【図１６】
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【図１９】

【図２０】
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